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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月12日(2013.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスチャンバ内に、酸化物層を有する基板の位置決めを行い、
　前記基板の第１の温度を８０℃以下に調整し、
　前記プロセスチャンバ内において、１０以上のＮＨ３／ＮＦ３モル比を有するアンモニ
ア及び三フッ化窒素を含むガス混合物からクリーニングプラズマを生成し、
　前記基板上に前記クリーニングプラズマを凝縮し、プラズマクリーニングプロセスの間
に、前記酸化物層から部分的に形成されるヘキサフルオロケイ酸アンモニウムを含む薄膜
を形成し、
　前記プロセスチャンバ内において、５００ｍＴｏｒｒから３０Ｔｏｒｒの範囲内の動作
圧力で、１００℃から２００℃の範囲内の第２の温度まで前記基板を加熱し、前記基板か
ら前記薄膜を取り除き、その上にパッシベーション表面を形成することを含む、基板表面
から自然酸化物を取り除くための方法。
【請求項２】
　ＮＨ３／ＮＦ３モル比は、２０以上である請求項１記載の方法。
【請求項３】
　クリーニングプラズマは、５ワットから５０ワットの範囲内のＲＦ電力により生成され
る請求項２記載の方法。
【請求項４】
　ＲＦ電力は、１５ワットから３０ワットの範囲内のものである請求項３記載の方法。
【請求項５】
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　前記ガス混合物は、４０ｓｃｃｍから２００ｓｃｃｍの範囲内の流量のアンモニアと２
ｓｃｃｍから５０ｓｃｃｍの範囲内の流量の三フッ化窒素とを混ぜることにより生成され
る請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記アンモニアは、７５ｓｃｃｍから１００ｓｃｃｍの範囲内の流量を有し、前記三フ
ッ化窒素は、５ｓｃｃｍから１５ｓｃｃｍの範囲内の流量を有する請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の温度は、２０℃から８０℃の範囲内である請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の温度は、２２℃から４０℃の範囲内であり、前記第２の温度は、１１０℃か
ら１５０℃の範囲内である請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記基板の前記パッシベーション表面上にエピタキシャル層を成長させることをさらに
含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　プロセスチャンバ内に、酸化物層を有する基板の位置決めを行い、
　前記基板の第１の温度を１００℃未満に調整し、
　前記プロセスチャンバ内において、２０以上のＮＨ３／ＮＦ３モル比を有するアンモニ
ア及び三フッ化窒素を含むガス混合物から、５ワットから５０ワットの範囲内のＲＦ電力
により、クリーニングプラズマを生成し、
　前記基板を前記クリーニングプラズマに曝して、プラズマクリーニングプロセスの間に
、前記酸化物層から部分的に形成されるヘキサフルオロケイ酸アンモニウムを含む薄膜を
形成し、
　前記プロセスチャンバ内において、５００ｍＴｏｒｒから３０Ｔｏｒｒの範囲内の動作
圧力で、１００℃から２００℃の範囲内の第２の温度まで前記基板を加熱し、前記基板か
ら前記薄膜を取り除き、その上にパッシベーション表面を形成することを含む、基板表面
から自然酸化物を取り除くための方法。
【請求項１１】
　前記ＲＦ電力は、１５ワットから３０ワットの範囲内である請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記ガス混合物は、１ｓｃｃｍから１０ｓｃｃｍの範囲内の流量を有するアンモニアと
、５０ｓｃｃｍから２００ｓｃｃｍの範囲内の流量を有する三フッ化窒素とを混ぜること
により生成される請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の温度は２０℃から８０℃の範囲内であり、前記第２の温度は１１０℃から１
５０℃の範囲内である請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　前記パッシベーション表面は、前記基板が前記プロセスチャンバの外側の周囲環境に曝
されている、５時間から２５時間の範囲内の時間の間で、前記基板上にさらに形成される
別の自然酸化物層の形成を６Å以下の厚さまで抑制する請求項１０記載の方法。
【請求項１５】
　プロセスチャンバ内に、酸化物層を有する基板の位置決めを行い、
　前記基板の第１の温度を１００℃未満に調整し、
　前記プロセスチャンバ内において、１０以上のＮＨ３／ＮＦ３モル比を有するアンモニ
ア及び三フッ化窒素を含むガス混合物から、５ワットから５０ワットの範囲内のＲＦ電力
により、クリーニングプラズマを生成し、
　前記基板を前記クリーニングプラズマに曝して、プラズマクリーニングプロセスの間に
、前記酸化物層から部分的に形成されるヘキサフルオロケイ酸アンモニウムを含む薄膜を
形成し、
　前記プロセスチャンバ内において、５００ｍＴｏｒｒから３０Ｔｏｒｒの範囲内の動作
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圧力で、１００℃から２００℃の範囲内の第２の温度まで前記基板を加熱し、前記基板か
ら前記薄膜を取り除き、その上にパッシベーション表面を形成し、
　前記基板の前記パッシベーション表面上にエピタキシャル層を成長させることを含む基
板表面から自然酸化物を取り除くための方法。
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